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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  アクティブマトリクス型液晶表示装置におい
て、開口率の低下や光抜けによる表示品位の低下を招く
ことなしに信号線の負荷容量を少なくし、表示画面の大
型化、高精細化に対応できるようにする。
【解決手段】  画素電極２４の開口部を規定する補助容
量線１６と信号線１９との交差部近傍に、走査線１５、
補助容量線１６及び画素電極２４のいずれも存在しない
開口領域１６ａを形成するとともに、この開口領域１６
ａ上に着色層２２ａ，２２ｂ，２２ｃの少なくとも２層
を配置して遮光領域２２ｄを形成した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  主面上に、互いに交差して配置された複
数の信号線及び複数の走査線と、前記複数の走査線と並
行に配置された複数の補助容量線と、前記信号線と走査
線の各交差部毎に配置されたスイッチング素子と、前記
信号線、前記走査線、前記補助容量線及び前記スイッチ
ング素子の少なくとも一部を覆うように配置された赤
色、緑色、青色の着色層と、前記着色層上に形成され、
前記着色層に形成されるスルーホールを介して前記スイ
ッチング素子の各々に電気的に接続されるとともに、前
記走査線又は前記補助容量線のいずれか一方と前記信号
線により開口部が規定された複数の画素電極と、前記補
助容量線と絶縁膜を介して対向する補助容量電極で形成
され、前記画素電極と電気的に並列に配列される補助容
量素子とを含み、
前記画素電極の開口部を規定する前記走査線又は前記補
助容量線のいずれか一方と前記信号線との交差部近傍
に、前記走査線、前記補助容量線及び前記画素電極のい
ずれも存在しない開口領域を形成し、かつ前記開口領域
上に、前記着色層の少なくとも２層を配置したアレイ基
板を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  主面上に、互いに交差して配置された複
数の信号線及び複数の走査線と、前記複数の走査線と並
行に配置された複数の補助容量線と、前記信号線と走査
線の各交差部毎に配置されたスイッチング素子と、前記
信号線、前記走査線、前記補助容量線及び前記スイッチ
ング素子の少なくとも一部を覆うように配置された赤
色、緑色、青色の着色層と、前記着色層上に形成され、
前記着色層に形成されるスルーホールを介して前記スイ
ッチング素子の各々に電気的に接続されるとともに、前
記走査線又は前記補助容量線のいずれか一方と前記信号
線により開口部が規定された複数の画素電極と、前記補
助容量線と絶縁膜を介して対向する補助容量電極で形成
され、前記画素電極と電気的に並列に配列される補助容
量素子とを含み、
前記画素電極の開口部を規定する前記走査線又は前記補
助容量線のいずれか一方と前記信号線との交差部近傍
に、前記走査線、前記補助容量線及び前記画素電極のい
ずれも存在しない開口領域を形成し、かつ前記開口領域
上に、遮光性材料からなる柱状スペーサを配置したアレ
イ基板を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  前記柱状スペーサの下層は、少なくとも
前記赤色、緑色、青色の着色層のいずれか一層が配置さ
れた領域と、いずれの着色層も配置されない領域とに区
分されることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装
置。
【請求項４】  前記開口領域の一部に、前記補助容量電
極を延在して配置したことを特徴とする請求項１又は２
に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は薄膜トランジスタ
（Thin Film Transistor、以下ＴＦＴと称する）からな
るスイッチング素子を各画素電極毎に配置したアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、高密度かつ大容量でありながら、
高機能、高精細な表示が得られる液晶表示装置の実用化
が進められている。
【０００３】この液晶表示装置には各種方式があるが、
中でも隣接画素間のクロストークが小さく、高コントラ
ストの表示が得られ、透過型表示が可能かつ大面積化も
容易などの理由から、互いに交差する方向に設けられた
複数本の走査線と複数本の信号線により区画された複数
個の領域に、ＴＦＴをスイッチング素子として画素電極
がマトリクス上に設けられたアレイ基板を備える、アク
ティブマトリクス型液晶表示装置が多く用いられてい
る。
【０００４】アクティブマトリクス型液晶表示装置で
は、走査線が選択された期間に書き込まれた画素電極の
電位が、非選択期間に寄生容量やＴＦＴのオフリーク電
流による隣接信号線の電位変動の影響を受け、クロスト
ークの発生やコントラスト比の低下を引き起こす。こう
した画質の劣化を抑制するため、この種の液晶表示装置
においては、画素電極と電気的に並列に補助容量を形成
する構成が一般的となっている。
【０００５】ところで、アクティブマトリクス型液晶表
示装置では、画素間の光漏れを防ぐ目的でブラックマト
リクス（ＢＭ）が設けられている。従来、ＢＭはカラー
フィルタ用の着色層とともに、アレイ基板と液晶層を介
して対向して配置される対向基板側に配置されるのが一
般的であった。しかしながら、このような構造において
は、アレイ基板と対向基板との合わせずれを考慮する必
要が有り、光を透過する開口部分の割合（開口率）の低
下を引き起こしていた。このため、近年においては、ア
レイ基板の配線上に有機絶縁膜を設け、最上層に画素電
極を設け、かつその端部をマトリクス状に設けられた配
線に重ねることにより、配線をＢＭとして用いる配線Ｂ
Ｍ構造が提案されている。また、有機絶縁膜の代わり
に、従来対向基板に形成されていたカラーフィルタの着
色層を用いた構造も提案されている。このような構造で
は、アレイ基板と対向基板の合わせずれによる開口率の
低下が無いため、高開口率を実現できる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した有
機絶縁膜を挟んで配線電極と画素電極を重ね合わせる方
式では、マトリクス状に配置された配線をＢＭとして用
いることから、表示領域内で画素電極が無い部分につい
ては、走査線、補助容量線又は信号線のいずれかを配置
する必要がある。このため、信号線と画素電極を所定の
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距離を離して配置し、開口部を対向基板側に配置したＢ
Ｍで規定する方式と比較すると、各配線の負荷容量が大
きくなる傾向がある。とくに、動作周波数が高い信号線
において、信号線容量の増大は書き込み不足等の原因と
なり、表示品位の低下を引き起こすことになる。こうし
た傾向は、表示画面が大型、高精細になるほど顕著なも
のとなる。
【０００７】一般に、信号線の負荷容量は、走査線及び
補助容量線と交差する部分の面積の大きさにほぼ比例し
て大きくなる。このため、開口部を対向基板側に配置し
たＢＭで規定する方式においては、走査線及び補助容量
線の信号線と交差する部分を他の部分より細くなるよう
に形成することにより、配線容量の増加を防ぐ手法がと
られている。
【０００８】しかしながら、上述した手法のように画素
電極の開口部を規定している配線同士が交差している部
分の面積を減らそうとした場合、光抜けによりコントラ
スト比が低下するため、光抜けが生じる部分に画素電極
を延在させて遮光する必要が生じる。
【０００９】配線ＢＭ構造においては、画素電極の周縁
部を配線と重ね合わせることにより開口部を規定してい
るため、開口部を対向基板側に配置したＢＭで規定する
方式と比較して、信号線と画素電極との寄生容量が大き
くなりやすい。とくに、上述した画素電極の開口部を規
定している配線同士が交差する部分の面積を減らし、画
素電極を延在させると、信号線と画素電極との寄生容量
はさらに増加することになる。このように信号線と画素
電極との寄生容量が大きくなると、画素電極の電位が隣
接信号線の影響を受けてクロストークが発生し、表示品
位が低下するという問題点がある。これを解消するに
は、従来の構造と比較してより大きい補助容量を付加す
ることが考えられるが、補助容量の増加は開口率低下を
引き起こすため、配線ＢＭ構造を採用することによる開
口率改善の効果を相殺してしまうことになる。
【００１０】このように、従来の配線ＢＭ構造において
は、信号線容量の増加を防ぐための手法が光抜けによる
表示品位の低下や開口率の低下などを招くため、表示画
面の大型化、高精細化に対応することが難しいという問
題点があった。
【００１１】この発明は、開口率の低下や光抜けによる
表示品位の低下を招くことなしに信号線の負荷容量を少
なくし、表示画面の大型化、高精細化にも対応すること
ができる液晶表示装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項１の液晶表示装置は、主面上に、互いに交差
して配置された複数の信号線及び複数の走査線と、前記
複数の走査線と並行に配置された複数の補助容量線と、
前記信号線と走査線の各交差部毎に配置されたスイッチ
ング素子と、前記信号線、前記走査線、前記補助容量線
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及び前記スイッチング素子の少なくとも一部を覆うよう
に配置された赤色、緑色、青色の着色層と、前記着色層
上に形成され、前記着色層に形成されるスルーホールを
介して前記スイッチング素子の各々に電気的に接続され
るとともに、前記走査線又は前記補助容量線のいずれか
一方と前記信号線により開口部が規定された複数の画素
電極と、前記補助容量線と絶縁膜を介して対向する補助
容量電極で形成され、前記画素電極と電気的に並列に配
列される補助容量素子とを含み、さらに、前記画素電極
の開口部を規定する前記走査線又は前記補助容量線のい
ずれか一方と前記信号線との交差部近傍に、前記走査
線、前記補助容量線及び前記画素電極のいずれも存在し
ない開口領域を形成し、かつ前記開口領域上に、前記着
色層の少なくとも２層を配置したアレイ基板を有するこ
とを特徴とする。
【００１３】上記構成によれば、補助容量線と信号線の
交差部分に開口領域が形成されているため、走査線、補
助容量線及び画素電極などの配線が信号線上に存在して
いる場合に比べて信号線の負荷容量が少なくなる。ま
た、前記開口領域の上部には、少なくとも２層の着色層
が配置されているため、これが色重ね遮光領域として機
能することになり、光抜けによるコントラスト比の低下
が防止される。
【００１４】また、請求項２の液晶表示装置は、主面上
に、互いに交差して配置された複数の信号線及び複数の
走査線と、前記複数の走査線と並行に配置された複数の
補助容量線と、前記信号線と走査線の各交差部毎に配置
されたスイッチング素子と、前記信号線、前記走査線、
前記補助容量線及び前記スイッチング素子の少なくとも
一部を覆うように配置された赤色、緑色、青色の着色層
と、前記着色層上に形成され、前記着色層に形成される
スルーホールを介して前記スイッチング素子の各々に電
気的に接続されるとともに、前記走査線又は前記補助容
量線のいずれか一方と前記信号線により開口部が規定さ
れた複数の画素電極と、前記補助容量線と絶縁膜を介し
て対向する補助容量電極で形成され、前記画素電極と電
気的に並列に配列される補助容量素子とを含み、さら
に、前記画素電極の開口部を規定する前記走査線又は前
記補助容量線のいずれか一方と前記信号線との交差部近
傍に、前記走査線、前記補助容量線及び前記画素電極の
いずれも存在しない開口領域を形成し、かつ前記開口領
域上に、遮光性材料からなる柱状スペーサを配置したア
レイ基板を有することを特徴とする。
【００１５】請求項３の液晶表示装置は、請求項２にお
いて、前記柱状スペーサの下層は、少なくとも前記赤
色、緑色、青色の着色層のいずれか一層が配置された領
域と、いずれの着色層も配置されない領域とに区分され
ることを特徴とする。
【００１６】上記構成によれば、補助容量線と信号線の
交差部分に開口領域が形成されているため、走査線、補
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助容量線及び画素電極などの配線が信号線上に存在して
いる場合に比べて信号線の負荷容量が少なくなる。ま
た、前記開口領域の上部には、遮光性材料かならる柱状
スペーサが配置されているため、これが柱状の遮光領域
として機能することになり、光抜けによるコントラスト
比の低下が防止される。
【００１７】請求項４の液晶表示装置は、請求項１又は
２において、前記開口領域の一部に、前記補助容量電極
を延在して配置したことを特徴とする。
【００１８】上記構成によれば、延在した補助容量電極
が遮光層として機能するため、前記開口領域における遮
光性をより高めることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】次に、この発明に係わる液晶表示
装置をアクティブマトリクス型液晶表示装置に適用した
場合の実施形態について説明する。
【００２０】なお、以下の実施形態において、同一構造
の部分が複数あるときは、その一つの部分を代表して説
明するものとし、同一部分を複数の図面を使って説明す
る場合は、一つの図面に示された符号で他の図面をも説
明するものとする。また、符号に付くａ，ｂ，ｃなどの
識別文字は必要に応じて付けるものとし、一部省略して
記述する。さらに、“着色層２２ａ，２２ｂ，２２ｃ”
のように複数の同一部分があるときは、必要に応じて
“着色層２２”と総称して記述する。
【００２１】［実施形態１］図１は、実施形態１に係わ
る液晶表示装置１０の電極構造を示す概略平面図であ
り、赤色（Ｒ），緑色（Ｇ），青色（Ｂ）の順に着色層
が配置された状態を示している。また図２は、図１の一
点鎖線Ａ－Ｂに沿って切断した概略断面図である。
【００２２】液晶表示装置１０は、後述する着色層（カ
ラーフィルタ）を有するアレイ基板１１０と対向基板１
２０との間に液晶層７０を挟持している。これらの２枚
の基板間の距離は樹脂で形成された柱状スペーサ２５に
よって規定されており、さらにアレイ基板１１０及び対
向基板１２０は、基板外周を囲むように配置された図示
しないシール部材によって接着されている。また対向基
板１２０は、透明基板５１上にＩＴＯからなる透明電極
５２、及び配向膜５３が順に形成されている（図２）。
【００２３】一方、アレイ基板１１０は、透明基板１１
上に走査線１５、これと平行に設けられた補助容量線１
６及び絶縁膜１７を介してこれらと直交する信号線１９
が配置されている（図１）。また、走査線１５と信号線
１９の交差部分にはスイッチング素子としてＮｃｈ型Ｌ
ＤＤ構造のＴＦＴ素子３０と、このＴＦＴ素子３０と電
気的に接続されたソース電極１２ａと、このソース電極
１２ａに接続する後述する画素電極２４が配置されてい
る。
【００２４】補助容量線１６と信号線１９は、配線ＢＭ
として機能し、画素電極２４の開口部を平面的に規定し
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ている。そして、補助容量線１６と信号線１９の交差部
分には、走査線１５、補助容量線１６及び画素電極２４
のいずれも存在しない開口領域１６ａが形成されてい
る。さらに、補助容量線１６と信号線１９の交差部分に
は、配線ＢＭとして機能しない光抜け領域１６ｂが存在
している。
【００２５】また、透明基板１１上にはＴＦＴ素子３０
だけでなく、図示しない駆動回路が表示領域周辺に形成
されている。そして、ＴＦＴ素子３０および前記駆動回
路を覆うように保護絶縁膜２０が形成され、さらにその
上部にカラーフィルタとして赤色着色層（Ｒ）２２ａ，
緑色着色層（Ｇ）２２ｂ，青色着色層（Ｂ）２２ｃがス
トライプ状に配置されている。ここで、先に述べた光抜
け領域１６ｂの上部には、赤色着色層（Ｒ）２２ａ，緑
色着色層（Ｇ）２２ｂ，青色着色層（Ｂ）２２ｃの３層
からなる色重ね遮光領域２２ｄが形成されている（図
１）。この色重ね領域２２ｄに積層される色の配列は任
意であり、製造プロセスなどにより適宜に設定すること
ができる。
【００２６】画素電極２４は、これら着色層２２上に配
置されており、着色層２２及び保護絶縁膜２０に形成さ
れている保護絶縁膜コンタクトホール２１を介して、ソ
ース電極１２ａと接続している。また画素電極２４の周
縁部は、配線ＢＭとして機能する補助容量線１６と信号
線１９の上に重なり合うように形成されている。また画
素電極２４には、電気的に並列に補助容量素子１３０が
接続されている。この補助容量素子１３０は、補助容量
線１６とゲート絶縁膜１４を介して対向する補助容量下
部電極１３とで形成されている（図２）。このうち、補
助容量下部電極１３については、その端部１３ａが開口
領域１６ａの一部に延在して配置されている。
【００２７】さらに、画素電極２４及び着色層２２を覆
うように基板全面には配向膜２６が配置されている。そ
して、緑色着色層（Ｇ）２２ｂのパターンの端は、赤色
着色層（Ｒ）２２ａや青色着色層（Ｂ）２２ｃで覆われ
ている。これは、各着色層を加工する際に用いる遮光マ
スクを適合するように作製することで達成される。
【００２８】上記のように構成された液晶表示装置１０
によれば、補助容量線１６と信号線１９の交差部分に、
走査線１５、補助容量線１６及び画素電極２４のいずれ
も存在しない開口領域１６ａが形成されているため、こ
れらの配線が信号線１９上に存在している場合に比べて
信号線１９の負荷容量を少なくすることができる。
【００２９】また、補助容量線１６と信号線１９の交差
部分に存在する光抜け領域１６ｂについては、その上部
に、赤色着色層（Ｒ）２２ａ，緑色着色層（Ｇ）２２
ｂ，青色着色層（Ｂ）２２ｃの３層からなる色重ね遮光
領域２２ｄが形成されているため、光抜けによるコント
ラスト比の低下を防止することができる。さらに、補助
容量下部電極１３の端部１３ａが開口領域１６ａの一部
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7
に延在して配置されているため、この延在された部分が
遮光層として機能し、光抜け領域１６ｂでの遮光性をよ
り高めることができる。ちなみに、補助容量下部電極１
３の透過率はおよそ３０％であるため、光抜けを効果的
に防止することができる。
【００３０】これにより、従来のように光抜けが生じる
部分に画素電極を延在させて遮光する必要がなくなり、
信号線１９と画素電極２４の寄生容量の増加を防ぐこと
ができる。したがって、画素電極２４の電位が隣接する
信号線の影響を受けるクロストークの発生が抑えられ、
表示品位の低下を防止することができる。さらに、クロ
ストークをなくすために大きい補助容量を付加する必要
がないため、開口率の低下を引き起こすこともなく、配
線ＢＭ構造による開口率改善の効果を損なうことがな
い。
【００３１】このように、実施形態１の液晶表示装置１
０によれば、開口率の低下や光抜けによる表示品位の低
下を招くことなしに信号線の負荷容量を少なくすること
ができるため、表示画面の大型化、高精細化に対応させ
ることが可能となる。
【００３２】なお、この実施形態１の色重ね遮光領域２
２ｄでは、光抜け領域１６ｂの上部に、赤色着色層
（Ｒ）２２ａ，緑色着色層（Ｇ）２２ｂ，青色着色層
（Ｂ）２２ｃの３層を積層配置しているが、これら３層
のうちの少なくとも２層を積層配置することでも光抜け
を防止することができる。
【００３３】次に、上述した液晶表示装置１０の製造方
法について説明する。
【００３４】まず、高歪点ガラス基板や石英基板などの
透明基板（透光性絶縁性基板）１１上にＣＶＤ法などに
よりａ－Ｓｉ膜を被着する。炉アニールを行った後、Ｘ
ｅＣｌエキシマレーザを照射し、ａ－Ｓｉを多結晶化す
る。その後に、多結晶Ｓｉをフォトエッチング法により
パターンニングして、表示領域内画素部のＴＦＴ素子３
０（画素ＴＦＴ）のチャネル層１２及び図示しない駆動
回路領域のＴＦＴ（回路ＴＦＴ）のチャネル層となり、
さらには補助容量素子の補助容量下部電極となるポリシ
リコン膜１３を形成する。このポリシリコン膜１３は、
着色層（Ｒ）２２ａ，着色層（Ｇ）２２ｂ，着色層
（Ｂ）２２ｃ上の画素電極２４ｃと電気的に並列に接続
される。本実施形態において、ポリシリコン膜１３のパ
ターンは、補助容量線１６と信号線１９の交差部分に存
在する光抜け領域１６ｂの下部まで延在して形成され
る。
【００３５】次に、ＣＶＤ法により透明基板１１の全面
にゲート絶縁膜１４となるＳｉＯｘ膜を被着する。続い
て、ＳｉＯｘ膜上全面にＴａ，Ｃｒ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｗ，
Ｃｕなどの単体又はその積層膜あるいは合金膜を被着
し、フォトエッチング法により所定の形状にパターニン
グし、走査線１５とこれを延在して成るＴＦＴ素子３０
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のゲート電極１５ｂ、補助容量線１６及び図示しない回
路ＴＦＴのゲート電極と駆動回路領域内の各種配線を形
成する。ここで、補助容量素子１３０の補助容量下部電
極１３とゲート絶縁膜１４を介して対向し、補助容量素
子１３０の上部電極となり、上述する信号線１９ととも
に配線ＢＭとなる補助容量線１６を形成する。このと
き、補助容量線１６の信号線１９との交差部分に、走査
線１５、補助容量線１６及び画素電極２４のいずれも存
在しない開口領域１６ａを形成する。
【００３６】その後、これらゲート電極をマスクとして
イオン注入又はイオンドーピング法により不純物の注入
を行い、ＴＦＴ素子３０のソース電極１２ａ、ドレイン
電極１２ｂ、及び図示しない駆動回路領域のＮｃｈ型の
回路ＴＦＴのソース電極とドレイン電極を形成する。
【００３７】次に、ＴＦＴ素子３０及び図示しない駆動
回路領域のＮｃｈ型のＴＦＴには不純物が注入されない
ようにレジストで被覆した後、図示しない駆動回路領域
のＰｃｈ型のＴＦＴの走査電極をそれぞれマスクとし
て、ボロンを高濃度注入して、駆動回路領域のＰｃｈ型
のＴＦＴのソース電極とドレイン電極を形成する。その
後、さらに図示しないＮｃｈ型ＬＤＤ（Lightly Doped 
Drain） を形成するための不純物注入を行い、基板をア
ニールすることにより不純物を活性化する。
【００３８】続いて、例えばＰＥＣＶＤ法により、ＴＦ
Ｔ素子３０のソース電極１１２に至る層間絶縁膜コンタ
クトホール１８ａとドレイン電極１２ｂに至る層間絶縁
膜コンタクトホール１８ｂと、図示しない駆動回路（Ｔ
ＦＴ）のソース電極とドレイン電極に至る層間絶縁膜コ
ンタクトホールを形成する。
【００３９】次に、Ｔａ，Ｃｒ，Ａｌ，ＭＯ，Ｗ，Ｃｕ
などの単体又はその積層膜あるいは合金膜を被着し、フ
ォトエッチング法により所定の形状にパターニングし、
信号線１９、ＴＦＴ素子３０のドレイン電極１２ｂと信
号線１９の接続、ソース電極１２ａ、及び図示しない駆
動回路領域の回路ＴＦＴの各種配線等を行う。このと
き、補助容量線１６と信号線１９の交差部分には、配線
ＢＭとして機能しない光抜け領域１６ｂが生じる。
【００４０】さらに、ＰＥＣＶＤ法により絶縁基板の全
面にＳｉＮｘからなる保護絶縁膜２０を成膜した後、フ
ォトエッチング法により画素電極２４に至る保護絶縁膜
コンタクトホール２１を形成する。
【００４１】次に、紫外線硬化型アクリル系緑色レジス
ト液を、電極が形成された基板上にスピンナ塗布により
塗布する。続いて、これをプリベークし、所定のマスク
・パターンを用いて露光する。ここで用いるフォトマス
ク・パターンは、緑色着色層に対応するストライプ形状
パターンと、画素電極２４とソース電極１２ａとの接続
のためにスルーホールパターン２３を有している。続い
て、現像水洗い後、ポストベークをすることによって、
スルーホール２３ｂを有する緑色着色層（Ｇ）２２ｂを
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9
形成する。
【００４２】続いて、青色着色層（Ｂ）２２ｃ、赤色着
色層（Ｒ）２２ａも同様の工程にて形成する。この際、
補助容量線１６と信号線１９の交差部分に生じる光抜け
領域１６ｂ上に、緑色着色層（Ｇ）２２ｂ、青色着色層
（Ｂ）２２ｃ、赤色着色層（Ｒ）２２ａの３層が重なる
遮光領域２２ｄを形成する。これは、上述したように、
各着色層を加工する際に用いる露光マスクを適合するよ
うに作製することで達成する。
【００４３】次に、着色層２２上にスパッタリング法に
よりインジウム・すず酸化物（ＩＴＯ）を堆積し、周縁
部を補助容量線１６及び信号線１９に重ね合わせるよう
にパターニングすることにより、画素電極２４を形成し
た後、柱状スペーサ２５を形成する。
【００４４】その後、ポリイミドからなる配向膜材料を
基板全面に塗布、配向処理を施して配向膜２６を形成す
ることで、カラーフィルタ（着色層）を有するアレイ基
板１１０を完成する。
【００４５】次に、透明基板５１上にスパッタ法により
ＩＴＯを堆積して対向電極５２を形成し、続いてポリイ
ミドからなる配向膜材料を基板全面に塗布、配向処理を
施して配向膜５３を形成することで、対向基板１２０を
完成する。
【００４６】続いて、対向基板１２０の外局周辺部に図
示しないシール材を、図示しない液晶注入用の注入口を
除いて塗布する。そして、この対向基板１２０及びアレ
イ基板１１０とをシール材により貼り合わせて、空状態
のセルを完成する。
【００４７】さらに、カイラル材が添加されたネマティ
ック液晶材料７０を、図示しない注入口からセル内に真
空注入する。注入後、前記注入口を図示しない封止材と
しての紫外線硬化樹脂を用いて封止したあと、セルの両
側にそれぞれ図示しない偏光板を配置することにより液
晶表示装置１０を完成する。
【００４８】［実施形態２］図３は、実施形態２に係わ
る液晶表示装置１００の電極構造を示す概略平面図、図
４は、図３の一点鎖線Ａ－Ｂに沿って切断した概略断面
図である。図３及び図４においては、図１及び図２と同
等部分を同一符号で示している。
【００４９】この実施形態２の液晶表示装置１００で
は、遮光性の高い黒色レジストで形成された柱状スペー
サ２５（ａ、ｂ）が、開口領域１６ａ上に配置されてい
る。これら柱状スペーサ２５の下層は、赤色着色層
（Ｒ）２２ａ，緑色着色層（Ｇ）２２ｂ，青色着色層
（Ｂ）２２ｃのいずれか一層が配置された領域と、いず
れの着色層も配置されない領域とに区分される。このう
ち、着色層が配置された領域上に配置された柱状スペー
サ２５ａは、開口領域１６ａの遮光だけでなく、アレイ
基板１１０と対向基板１２０との間でスペーサとして機
能している。一方、いずれの着色層も配置されない領域
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上に配置された柱状スペーサ２５ｂは、スペーサとして
は機能せず、開口領域１６ａの遮光のみに用いられてい
る。柱状スペーサ２５ａと柱状スペーサ２５ｂの比率
は、画素密度などにより適宜に設定することができる。
【００５０】上記のように構成された液晶表示装置１０
０においても、補助容量線１６と信号線１９の交差部分
に、走査線１５、補助容量線１６及び画素電極２４のい
ずれも存在しない開口領域１６ａが形成されているた
め、これらの配線が信号線１９上に存在している場合に
比べて信号線１９の負荷容量を少なくすることができ
る。
【００５１】また、補助容量線１６と信号線１９の交差
部分に存在する光抜け領域１６ｂについては、その上部
に、黒色レジストで形成された柱状スペーサ２５が形成
されているため、光抜けによるコントラスト比の低下を
防止することができる。さらに、この実施形態２におい
ても、補助容量下部電極１３の端部を開口領域１６ａの
一部に延在して配置することにより、光抜け領域１６ｂ
での遮光性をより高めることができる。
【００５２】すなわち、実施形態１と同様に、信号線１
９と画素電極２４の寄生容量の増加を防ぐことができる
ので、画素電極２４の電位が隣接する信号線の影響を受
けるクロストークの発生が抑えられ、表示品位の低下を
防止することができる。さらに、クロストークをなくす
ために大きい補助容量を付加する必要がないため、開口
率の低下を引き起こすこともなく、配線ＢＭ構造による
開口率改善の効果を損なうことがない。
【００５３】したがって、実施形態２の液晶表示装置１
００においても、開口率の低下や光抜けによる表示品位
の低下を招くことなしに信号線の負荷容量を少なくする
ことができるため、表示画面の大型化、高精細化に対応
させることが可能となる。
【００５４】なお、実施形態２では、柱状スペーサ２５
を黒色レジストで形成した例について示したが、遮光性
材料であれば他の材料で形成したものであってもよい。
また遮光層として十分に機能し得る色であれば、黒色以
外の色であってもよい。
【００５５】上述した実施形態１及び実施形態２では、
画素電極２４の開口部を補助容量線１６と信号線１９に
より規定した例について示したが、画素電極２４の開口
部は補助容量線１６と走査線１５により規定したもので
あってもよい。
【００５６】
【発明の効果】以上説明したように、この発明に係わる
液晶表示装置では、信号線の負荷容量を少なくすること
ができ、かつ光抜けによるコントラスト比の低下を防止
することができるので、従来のように光抜けが生じる部
分に画素電極を延在させる必要がなくなり、クロストー
クによる表示品位の低下を防止することができる。ま
た、クロストークをなくすために大きい補助容量を付加
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する必要がないため、開口率の低下を引き起こすことも
なく、配線ＢＭ構造による開口率改善の効果を損なうこ
とがない。
【００５７】したがって、開口率の低下や光抜けによる
表示品位の低下を招くことなしに信号線の負荷容量を少
なくすることができるようになり、表示画面の大型化、
高精細化に対応させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態１に係わる液晶表示装置の電極構造を
示す概略平面図。
【図２】図１の一点鎖線Ａ－Ｂに沿って切断した概略断
面図。
【図３】実施形態２に係わる液晶表示装置の電極構造を
示す概略平面図。
【図４】図３の一点鎖線Ａ－Ｂに沿って切断した概略断
面図。
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【符号の説明】
１１…透明基板，１２…ＴＦＴチャネル層，１３…補助
容量下部電極
１４…ゲート絶縁膜，１５…走査線，１６…補助容量線
１６ａ…開口領域，１６ｂ…光抜け領域，１７…層間絶
縁膜
１８…層間絶縁膜コンタクトホール，１９…信号線，２
０…保護絶縁膜
２１…保護絶縁膜コンタクトホール，２２…着色層，２
２ｄ…色重ね遮光領域
２３…スルーホールパターン，２４…画素電極，２５…
柱状スペーサ
２６…配向膜，５１…対向側ガラス基板，５２…対向電
極，５３…配向膜
１１０…アレイ基板，１２０…対向基板，１３０…補助
容量素子

【図１】 【図３】
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【図２】

【図４】
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